
版を用いない印刷・塗布法で作製した CNT薄膜トランジスタアレイ 

CNT Thin-Film Transistor Array Fabricated by Maskless Printing and Coating Process 
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はじめに 印刷エレクトロニクスでは、材料の

堆積とパターン形成を同時に行うので、製造プ

ロセスの短縮と使用原料の削減が可能である。

我々は、特に版を用いない印刷法および塗布法

を用いて CNT 薄膜トランジスタ(TFT)の作製技

術の研究・開発を行ってきた[1-3]。デバイスパタ

ンは電子データで供給され、作製のためのリー

ドタイムを大幅に短縮できる。そのため、多品

種少量生産、オン・デマンドでのデバイス作製

に対応でき、センサシート応用などでは、設置

場所ごとの仕様・構成に合わせた一品モノの作

製も可能である。今回、プラスチック上に無版

の印刷・塗布法で作製した CNT TFT のアレイ動

作に成功したので報告する。 

作製プロセスとデバイス特性 

eDIPS法[4]で合成した直径約 1.0nmの CNTを

分散し、電界誘起層形成法[5-6]を用いて半導体

CNTを抽出、CNT インクとした。デバイス作製

プロセスを図 1 に示す。プラスチックフィルム

上に、電極はインクジェット、CNTチャネルは

インクディスペンサ、絶縁膜はスピンコート法

で形成した。プロセス温度は 200℃以下である。

作製した CNT TFT の 16 × 16 アレイ（約 7cm□）

と素子の顕微鏡写真を図 2 に示す。ドレイン電

極はビット線に接続され、ゲート電極はワード

線として用いている。ソース電極は、各素子に

設けた素子電極に接続され、測定ジグでグラウ

ンドに接地される。作製した CNT TFT アレイの

一部の素子電極を紙でマスクし、各トランジス

タの出力電流を調べた。紙マスクは TFT の負荷

となり、抵抗変化型のセンサに相当する。図 3

に示すような出力電流MAPが得られ、印刷CNT 

TFT がアレイの選択スイッチとして正常に機能

することが確認された。 
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図 1 CNTトランジスタの作製プロセス 

  
図 2 印刷・塗布法で作製した CNTトランジスタ 

  
図 3 素子電極マスクと、印刷 CNTトランジスタ

アレイの出力電流マップ 
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